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Ultrasas metodu ilo CdSe nanohissaciklari va polivinil spirti (PVS) asasinda nanokompozitlar alinmigdir. CdSe nanohissaciklorinin orta
Olciisti 20nm olmusdur. CdSe nanohissaciklorinin miixtolif konsentrasiyali niimunslori alinmigdir. Gostorilmisdir ki, niimunalorin dielektrik
niifuzlugu hissaciklorin konsentrasiyasindan vo temperaturundan asilidir. Tezliyin artmasi ilo nanokompozitlorin dielektrik niifuzlugu azalir.
Temperatur artdigda yiikdastyicilarin relaksasiya miiddotinin azalmasi miisahids olunur.

Brun momy4yeHsl HAHOKOMITO3UTHI Ha 0cHOBe HaHO4acTHL CdSe moiy4eHHBIX MeToJ0M yibTpa3Byka u [IBC (OMMBUHHUIOBEIN CITUPT).
Pa3mepsr Hanouactur CdSe Opun B cpeneM 20 nm. Beuti n3roToBneHs! 00pa3susl ¢ pa3nniHbIME KoHIeHTpanusiMu CdSe. YcranoBieHo,
YTO AWAJIEKTPUYECKas IMPOHUIAEMOCTh O0pa3lOB 3aBHCHT OT KOHIEHTPAIMM 4YacTHI] W Temreparypbl. C yBeIMYEHHEM YacTOTHI
YMEHBIACTCS JUANEKTpUYecKas MPOHUIAEMOCTh HAaHOKOMIO3UTOB. Iloka3aHo, 4TO C yBeJMYEHHEM TEMIIEPaTypbl YMEHbILIAETCS BpeMs

peiaakcanuu HOCHUTENCH 3apsnaa.

Nanocomposites were formed on the basis of PVA (polyvinyl alcohol) and nanoparticles CdSe, which in its turn were received by means
of the method of ultrasound. The average size of nanoparticles CdSe was about 20 nm. Samples with different concentration of CdSe were
prepared. It has been established that dielectric permeability of samples depends on the concentration of nanoparticles and the temperature.
With increasing of frequency, the dielectric permeability of nanocomposites decreases. It is shown, that with increasing of the temperature,

the time of relaxation of charge carriers decreases.

Son illerds yarimkecirici nanokompozitlor miixtalif elmi
istigamotlordo bdyiik maraga sobab olmusdur. Bu da onlarin
elm vo texnikanin miixtolif sahalorindo totbiginin perspektivi
ilo baghdir. Olgiilorin kigilmosi materiallarda yeni, hocmi
materiallardan forqli fiziki, kimyovi, bioloji xiisusiyyatlorin
yaranmasina sabab olur. Bu da onlar asasinda yeni keyfiyyoto
malik materiallarin vo qurgularin almmasma imkan verir.
Aydindir ki, zorraciyin Olgiisii kicildikco, onun sothinds
yerloson vo kimyovi cohotdon activ olan atomlarinin say1
artir. Bundan basga kigik nanodlgiilii zorrociklords kvant
Ol¢iilii effektlor miisahido olunur [1-3]. Noticodo maddonin
enerji soviyyoalori diskretlosir, qadagan olunmus zonanin eni
boyliiyiir, atomun tarazliq ndqtosi otrafinda ossiliyasiya giicii
artir ~ vo  yiikdasiyicilarin - rekombinasiya  miiddoti
nanosaniyaden pikosaniyoys kimi azalir. Rekombinasiya
miiddstinin azalmasi bu tip materiallar osasinda yeni tip
siiratli elektron cihazlarinin yaradilmasina imkan verir.

II-VI qrup yarimkegiricilor olan metalhalkogenidlor
nanohissacik goklindo todqiqat obyekti kimi xiisusi maraq
kosb edir. Ona goro ki, bu qrup birlogmalorin ¢ox Snomli
qeyri-xatti, liminisens, kvant ol¢ii effektli vo s. xassolori
vardir [4-7].

CdSe II-VI qrup yarimkegiricilordon olub
optoelektronikada nazik toboagali tranzistorlarda, gamma siiali
detektorlarda, boyiik ekranli maye kristallik manitorlarda va
s. moagsadlarle istifade olunur. Bu qrup yarimkegiricilor
osasinda nanomateriallarin alinmasi {iglin miixtolif metodlar
toklif olunmusdur. Bunlarin arasinda sado vo maragh
metodlardan biri do ultrases metodudur [8-10].

Togdim edilon mogalodo ultrasss metodu ilo CdSe vo
polivinil spirti asasinda alinmis nanocompozitlorin dielektrik
xassalori todgig olunmusdur.

EKSPERIMENT

CdSe nanozorraciklorinin alinmasi tglin ~ sado olan
ultrases metodu totbiq olunmusdur. Noticoado 20 nm o6lgiili
kubik gurulusa malik nanokristallar alinmisdir ki, onlar da 6z
aralarinda birlagorok Olgiilori 200 nm olan klasterlor amoalo
gotirir [ 8 ].

Alinmig nanohissociklorin elementar analizi gostorir ki,
CdSe nanohissaciklori toqribon  stexiometrikdir (Cd:Se
nisboti  52:48). Spektroskopik todqiqatlar gostormisdir ki,
niimunonin qadagan olunmus zolaginin eni 0,28 eV artmigdir
[8].

Ultrasos metodu ilo alman CdSe nanokompozitlari
polivinil spirti (PVS) ilo mexaniki yolla qarisdirilmisdir.
Konsentrasiyanin miixtalif qiymetlerini almaq ti¢lin 1 qr
CdSe 2%-li PVS va 10%-1li PVS mohlulunda holl edilmisdir.
Beloliklo do asagi vo yuxari konsentrasiyali CdSe/PVS
nanokompozitlori alinmisdir. Miiqayiss {igiin bos PVS, asag1
konsentrasiyali vo yuxart konsentrasiyalt CdSe/PVS
nliimunalarinin dielektrik 6lgmalori aparilmisdir.

Gotiiriilmiis har ti¢ niimunanin 200Hz-don 1MHz-2 qador
Uzmepurens Mmmuranca E7-20 cihazi ilo doyison sahoado
elektrik xassolori todqiq olunmusdur. Bu {li¢ niimuno iiglin
elektrik Olgmolori miixtolif temperaturlarda aparilmis vo
temperaturun tonzimlonmosi {igiin Keithley 6514 System
Electrometer cihazindan istifado olunmusdur.

Elektrik oOl¢gmalorini  aparmag {igiin sendvig tipli
kontaktlardan istifado edilmisdir. Miixtalif temperaturlarda
bos PVS, asagi konsentrasiyali vo yuxari konsentrasiyalt
CdSe/PVS nanocompozitlori {iglin dielektrik niifuzlugu
(e=¢(o,T)) vo dielektrik itgisinin (tand=tand(w,T)) tezlikdon
astlilig1 tadqiq olunmusdur.
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Sokil 1 — do bos PVS (a), asagi konsentrasiyali (b) vo
yuxart konsentrasiyali (¢) CdSe/PVS niimunolori {igiin
dielektrik niifuzlugunun tezlikdon asililiqlart gdstorilmisdir.
Qrafiklordon goriindiiyii kimi bos PVS, asagi konsentrasiyali
vo yuxart konsentrasiyali CdSe/PVS nanocompozitinds
tezliyin artmasi ilo dielektrik niifuzlugu azalir. Bu azalma
biitiin temperaturlarda miisahido olunur. Elektrik sahosinin
tezliyinin  doyismosi noticesindo dipollarin polyarlagmasi
doyisir.
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Sakil 1. Dielektrik niifuzlugunun tezlildon asililigi: a) bos PVS; b)

asagl konsentrasiyali CdSe/PVS; ¢) yuxari konsentrasiyali
CdSe/PVS

Belo ki, asagi tezliklordo dipollarmn  dielektrik

nifuzlugunun  qiymotinin  yiiksok  olmast  dipollarin

istigamotinin doyismosi ilo baghdir vo tezlik artdigca bu

doyismonin bas vermosi ¢otinlogir ki, bu da dielektrik
niifuzlugunun azalmasina sabab olur. Miiayyan edilmisdir ki,
temperatur  artdiqca  dielektrik  niifuzlugu da artir.
Temperaturun artmasi ilo dielektrik niifuzlugunun artmasi
temperatur  tasiri  naticesinde  dipollarm  firlanma
intensivliyinin artmasi ilo izah olunur. Bu o demokdir ki,
dielektriki qizdirdigda polimerde molekullararas1  slags
zoifloyir, noticods dipollar daha rahat vo tez firlanirlar.
Todqiq olunan temperatur diapazonunda (298 — 448k)
dielektrik  niifuzlugunun CdSe nanohissaciklorinin
konsentrasiyasindan asili olaraq koskin doyismosi miisahido
olunur. Dielektrik niifuzlugunun eyni tezlik vo temperaturda
CdSe/PVS vo bos PVS figiin alinan asililiglart miiqayiso
olunmusg vo miloyyon edilmisdir ki, CdSe/PVS kompozitindo
bu komiyyatlorin qiymoti bos PVS {i¢lin alinan qiymatlordon
¢ox boytkdiir.
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Sakil 2. Dielektrik itgisinin tezlikdon asililigt: a) bos PVS; b) asag1
konsentrasiyali CdSe/PVS; c¢) yuxar1 konsentrasiyali
CdSe/PVS

Bu PVS matrisindo alinmig CdSe hissociklorinin
nanometr 6lgiido olmast ilo izah olunur vo bu artma CdSe
nanohissaciklorinin PVS matrisindo fazalararas: qarsiligh
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tosirindon meydana ¢ixir. Bu da onu gostorir ki, polimerls
yarimkegiricinin nisbi migdarin1 doyigsmoklo nanokompozitin
dielectrik xassalorini idars etmok miimkiindiir.

Sokil 2 — do dielektrik itgisinin tezlikdon asililigi
verilmisdir. 298 K temperaturda bos PVS ii¢iin dielektrik
itgisi ¢ox kigik qiymato malikdir va tezliyin artmasi ilo azalir,
Bos PVS, asagi konsentrasiyali vo yuxari konsentrasiyali
CdSe/PVS niimunolori iigiin alimmis dielektrik itgisinin
tezlikdon asililiq grafiklorinde maksimumlarin omolo golmasi
relaksasiya prosesi ilo izah olunur. Sokil 2 — do miisahido
olunan maksimumlara osason relaksasiya miiddatlori
hesablanmigdir. Temperaturun artmasi ilo relaksasiya
miiddati azalir. Belo ki, bos PVS matrisi {igiin relaksasiya
middotlori 448 K temperaturda t = 0.0002 s, 423 K
temperaturda T = 0.0013 s tortibindadir. Asag1 temperaturlar-
da maksimumlar tezliyin asag1r qiymotlori torofs siiriisiir.
Asag1 konsentrasiyali CdSe/PVS nanokompozitlarinda
tezliyin (200Hz — 1MHz) 6l¢gma diapazonunda maksimumlar
miisahids olunmur. Bu da bels strukturlarda yiikdasiyicilarin
relaksasiya miiddstinin artmasi vo maksimumlarin daha asag1

itgisinin tezlikdon asililiginda miisahido olunan maksimumlar
bos PVS -0 nisbaton tezliyin yuxari qiymotlorino torof
stiriigiir. Biitiin bagqa niimunalards oldugu kimi temperaturun
artmasi ilo dielectrik itgilorinin qiymoti artir. Relaksasiya
miiddatlori temperaturun artmasi ilo azalir. Belo ki, 498 K ,
473 K, 448 K, 423 K temperaturlarda uygun olaraq
relaksasiya miiddotlori 0.00003 s, 0.0002 s, 0.0013 s, 0.004 s
qiymetlorini alir.  Dielektrik itgisinin tezlik asililiginda
miigahido olunan maksimumlar yiikdasiyicilarin relaksasiya
proseslori ilo olagodardir. Temperaturun artmasi ilo bu
maksimumlar tezliyin yiiksok qiymotlorine torof siirligiir. Bu
da yiikdastyicilarin  relaksasiya miiddotinin temperaturdan
astliligl ilo baglidir. Temperaturun azalmasi ilo relaksasiya
miiddstinin  qiymeti artir.  Yiikdastyicilarin  relaksasiya
miiddati polimer-yarimkegirici nanohissacik arasinda bas
veron fazalararasi gargiliglt tosirdon asili olarag doyisir.

Beloliklo, aparilan  todqiqatlar  gosterir ki, CdSe
nanohissaciklorinin ~ konsentrasiyasindan  asili  olarag
niimunalorin dielektrik niifuzlugu dayisir. CdSe:polimer

nisbatini doyigmoklo dielektrik niifuzlugunu idaro etmok
miimkiindiir.

tezlik  diapazonuna  siiriismosi  ilo  baglhidir.Yuxari

konsentrasiyalt CdSe/PVS nanokompozitlorinde dielektrik
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